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IGBT Technologien
IGBTs der 7. Generation: Downsizing, Verlustminimierung, Zuverldssigkeit

Alexander Theisen
Fuji Electric
Offenbach am Main

Erhohung der Energieeffizienz bei gleichzeitigem
Downsizing sind die Hauptanforderungen an mo-
derne leistungselektronische Energiewandler. Die
Steigerung der Zuverlassigkeit bei hoherer Junc-
tion-Temperatur ist dabei die groldte Herausfor-
derung. Durch Verbesserung der Chipeigenschaf-
ten und die Entwicklung neuer Packagemateria-
lien und —-technologien, kann die maximale Be-
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The 7th Gen. IGBT

The 6th Gen. IGBT

Wann: Dienstag, 17.10.2017, 17:00 Uhr

Wo: S3]06/051 (Hans-Busch-Institut), MerckstraBBe 25

und anschlieBend...

...Leistungselektronisches Herbstfest mit Federwei-

ser und Zwiebelkuchen
im Labor der SRT (S3]09/8)

Alle Interessenten sind herzlichen eingeladen!
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